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Для решения проблемы возбуждения большого количества модшепчущей галереи в микросферических резонаторах (МР) разработанновый метод селекции при возбуждении волоконным тейпером (рис.1а,б) [1]. Структура МР включает тонкую металлическую пленку и слойдиэлектрика. С металлической пленкой были получены резонансы как ввиде узких минимумов (рис. 1(в)), так и в виде узких максимумов (рис.1(г)). Количество резонансов снижено в ~100 раз и полученыодномодовые резонансы с подавлением соседнего пика на 2.2 дБ,обнаружена их поляризационная зависимость. При этом Q-фактор МРснизился на два порядка до ~104 (рис. 1в, г) [1]. Также проведеномоделирование селекции основной моды с помощью одной или двухпоглощающих оболочек [2,3]. Полученные результаты расширяютвозможности управления формой аппаратной функции МР и открываютвозможность разработки новых узкополосных лазеров и оптическихфильтров.

Новые методы селекции мод шепчущей галереи в сферическом резонаторе с помощьювакуумных тонкопленочных покрытий

Рис. 1 (a) - Структура микросферы с металлической оболочкой (вид в торец),(б) – микросфера (вид сбоку), спектральные резонансы:(в) - обращенные, (г) - необращенные.


